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Półprzewodnikowa dioda umożliwiająca uzyskanie dużych
gęstości prądu przewodzenia

W dotychczas produkowanych półprzewodniko¬
wych diodach typu p-n odprowadzenie bazy jest
wykonane w postaci niskoomowego kontaktu od¬
znaczającego się dużą prędkością rekombinacji
nośników mniejszościowych. Cechą charakterysty¬
czną takiej diody jest wzrost gęstości prądu nasy¬
cenia ze zmniejszaniem grubości obszaru bazy po¬
niżej grubości odpowiadającej długości dyfuzyjnej
nośników mniejszościowych w tym obszarze.
Według wynalazku kontakt bazy wykonany jest

w postaci dodatkowego złącza l-h określonego jako
skokowe przejście pomiędzy obszarami półprze¬
wodnika o tym samym typie przewodnictwa lecz
o różnej koncentracji domieszek po obu stronach.
Obszar 1 złącza l-h o mniejszej koncentracji do¬
mieszek odpowiada obszarowi bazy diody, zaś ob¬
szar h o większej koncentracji domieszek odpowia¬
da obszarowi do którego wykonane jest niskoomo-
we odprowadzenie bazy. Złącze l-h usytuowane
jest w stosunku do złącza p-n w odległości mniej¬
szej niż długość dyfuzyjna nośników mniejszościo¬
wych w obszarze bazy diody. Grubość obszaru h
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jest większa od długości dyfuzyjnej nośników
mniejszościowych w tym obszarze. Złącza p-n i
l-h diody posiadają zbliżone wymiary.
Dioda o tej konstrukcji pozwala na uzyskanie

znacznie większej gęstości prądu przewodzenia niż
zwykła dioda p-n z niskoomowym kontaktem bazy
o dużej prędkości rekombinacji nośników mniej¬
szościowych.

Zastrzeżenie patentowe

Półprzewodnikowa dioda umożliwiająca uzyska¬
nie dużych gęstości prądu przewodzenia znamien¬
na tym, że ma dwa złącza (p-n) i (l-h) o zbliżonych
wymiarach, przy czym odległość między nimi jest
mniejsza od długości dyfuzyjnej nośników mniej¬
szościowych w obszarze bazy, natomiast obszar (h)
posiada grubość większą od długości dyfuzyjnej
nośników mniejszościowych w tym obszarze i za¬
opatrzony jest w niskoomowe odprowadzenie o du¬
żej prędkości rekombinacji nośników mniejszo¬
ściowych.
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